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Целью работы является разработка плазменных технологических устройств и их комбинаций для
использования в технологической установке, предназначенной для проведения комбинированного техно-
логического процесса упрочнения рабочих поверхностей металлических деталей. При разработке техноло-
гической установки выполнялись требования соответствия всех ее составляющих критериям прогрессив-
ности при условии компоновки технологических устройств в пределах рабочей камеры стандартной ваку-
умной установки. Рассмотрены особенности конструкции и функционирования технологических плазмен-
ных устройств, построенных с использованием физических эффектов взаимодействия концентрированных
потоков энергии с обрабатываемой поверхностью. Для проведения ионно-лучевой и ионно-плазменной
внутренних и внешних поверхностей деталей разработано, изготовлено и испытано несколько моделей
автономных ионных источников и магнетронных распылительных систем. Рассмотрены особенности
функционирования и назначения различных конструктивных схем построения вакуумно-плазменной ус-
тановки для обработки деталей различных конфигураций. Выработаны рекомендации по оптимальному
составу технологических устройств и конструктивных схем вакуумно-плазменной установки для проведе-
ния комбинированной обработки деталей с внутренними и наружными рабочими поверхностями.
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